
A1       活动回顾 
西安市集成电路产业发展中心拜访香港科学园 

 

2011 年 8 月 5 日，西安市集成电路产业发展中心主任何晓宁及相关工作人员一行

访问香港科学园，香港科学园高级经理姚庆良及相关技术人员在园区会议室进行了接

待。 

首先香港科学园工作人员简单介绍了园区的基本情况，香港科学园沿海而建占地

22 公顷，提供 20 幢具最先进实验室配套的大楼，提供办公室面积有 220,000 平方米，

香港科学园自 2001 年开创以来已成为 300 多家从事集成电路及电子、精密工程、生物、

绿色技朮和信息及通信技朮行业的科技公司之家。这些公司包括有新成立的科技公司、

中小企业以至本地及海外跨国企业。 

其次双方就技术合作与交流、业务合作、人力资源培训等问题进行了深入的交谈，

双方均表示愿意最大化开放自身资源相互合作，加强两地集成电路产业的发展和交流，

共同促进两地产业发展。 

最后在香港科学园还热情的邀请我方参观了园区的失效分析实验室、芯片测试实

验室等，在参观结束后，我方也诚挚邀请香港科学园来西安参加 2011 年 ICCAD 会议，

对方表示届时一定会参加，至此本次访问顺利结束，并取得圆满成果。 

 

“西安·集成电路设计企业与市场分销商交流会”圆满召开 

 

2011 年 8 月 26 日下午，首届“西安·集成电路设计企业与市场分销商交流会”在西

安科技大市场圆满召开。此次会议由国家集成电路设计西安产业化基地、半导体应用

联盟和华强电子网共同主办。西安 12 家集成电路设计企业代表，以及西安、深圳的 29

家分销商企业代表参加了此次交流会。 

会议由半导体应用联盟秘书长潘九堂主持，西安产业化基地副主任周建妮致欢迎

辞并就基地及西安半导体产业情况进行了介绍，深圳半导体应用联盟分析师朱怡捷向

现场嘉宾分享了三大智能消费电子终端研发和市场动向分析报告。随后，设计企业代

表分别对企业和产品进行了详细介绍，并与分销商就合作模式及合作过程中存在的一

些问题进行了现场交流和讨论；最后，西安科技大市场工作人员对大市场情况作了详

细介绍，并带领与会人员参观大市场。 

此次交流会为西安集成电路设计企业搭建直接与分销商沟通、交流和合作的平台，

增进了珠三角和中西部地区电子产业的信息交流，促进西安设计企业与分销商、应用

商和整机系统厂商的战略联合，加快了设计企业产品市场化的步伐。本次活动对于实

现西安集成电路设计企业产品与市场的对接，推动产业联动发展，发挥西安产业化基

地的产业推进与服务作用，促进企业间的互利共赢具有重要意义。 

 

 

http://www.hqew.com/info/tag-291.html
http://www.hqew.com/info/tag-6818.html
http://www.hqew.com/info/tag-19.html
http://www.hqew.com/info/tag-629.html


活动回顾            A2 
中国半导体行业协会领导来西安考察企业 

 

2011 年 7 月 25-26 日，中国半导体行业协会秘书长陈贤和国家集成电路企业认定

办公室人员张生文对西安申请认定的集成电路设计企业进行实地走访考察。 

在陕西省半导体行业协会工作人员的陪同下，陈秘书长一行走访了西安芯派、西

电捷通、后羿半导体、启达电子及西安航天民芯 5 家企业，对企业的研发环境、运营

状况、技术水平和团队建设及未来发展方向和前景等进行了全面、深入的了解与交流，

并对企业提交的集成电路设计企业认定申报材料进行了现场核实，同时对企业所做的

成绩予以肯定，鼓励其再接再厉把企业做大做强。 

 根据 2011 年 1 月 28 日国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路

产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号），凡是取得国家集成电路设计企业认定

资质，并在我国境内注册的集成电路设计企业可以享受免征营业税和企业所得税"两免

三减半"、"五免五减半"等优惠政策。该项产业政策对于进一步优化我国集成电路和软

件产业环境、提高产业发展质量和水平、培育一批有实力和影响力的行业领先企业具

有非常重要的意义。 

 

集成电路中心组织员工赴华天科技参观学习 

 

2011 年 7 月 27 日，集成电路中心 8 名员工在副主任周建妮的带领下赴集成电路封

装测试企业——华天科技（西安）有限公司参观学习。 

首先，由华天公司办公室主任朱彦荣介绍了企业的成长历程和现状，随后由技术

中心副主任谢建友详细讲解了华天当前封装的产品体系，包括 LGA、BGA、QFN、DFN、

TSSOP、eTSSOP 等，介绍了 SIP 封装技术目前面临的一些技术挑战，并带领大家参观

了封测车间。在参观过程中就封装测试每个流程的功能原理和特点做了深入的讲解。

通过讲解和参观，使参观人员对封装测试的流程有了较为深入系统的了解。 

华天公司以科技创新为先导，通过消化吸收和持续不断地组织技术攻关，经过几

年的发展，现已掌握了一系列具有国际先进自主知识产权的 CP（6’’、8’’、12’’晶圆）

测试技术、大直径晶圆减薄技术、大尺寸芯片粘片技术、超薄型封装引线框架设计技

术、晶圆片减薄防翘曲技术、超薄型晶圆片双刀划片技术、Ni-Pd-Au 框架上芯银浆控

制技术、超薄型封装（0.50mm）低弧度压焊技术、防分层技术、超薄形塑封防翘曲/

防溢料控制技术、去残胶技术、UV 切割分离技术、集成电路高端产品测试技术等。同

时，华天积极致力于 CSP 封装技术的研发。目前，华天公司在 TSSOP、QFP、LQFP、

QFN、BGA、MCM、SiP 等高端集成电路封装产品方面已实现 5 亿块的年规模生产能

力，其性能指标达到国际同类产品先进水平。 



A3       活动回顾 
 

Transforming Verification 验证技术研讨会圆满结束 

 

2011 年 6 月 29 日，由西安市集成电路产业发展中心与 Acconsys 公司共同举办的

Transforming Verification 验证技术研讨会在西安天佑国际酒店召开，来自西安本地的相

关研究所、高校及企业共 112 人参加了本次研讨会。 

 在本次研讨会上，首先 Acconsys 公司对参会人员表示了热烈的欢迎，来自 Mentor 

Graphics 公司的 DTV（设计验证技术部）部门的首席验证科学家为参会人员讲解了集

成电路设计验证从数量到速度、验证管理与规划为主题的集成电路验证技术，其中详

细介绍了 Mentor 公司提供的功能验证环境对验证基础、仿真以及用以解决日益增长的

验证问题的解决方案，对集成电路设计验证的开放式行业标准、可定制性和可扩展性

的领先支持确保最佳的验证流程，对进一步实现最高的生产效率、进度的可预见性和

加速验证流程提供的技术支持。最后 Acconsys 公司的工程师热情解答了与会人员提出

的关于集成电路设计验证问题。 

 

 

 

西安科技大学实习培训顺利完成 

 

2011 年 6 月 30 日，来自西安科技大学电气与控制工程学院的 56 位学生在学院教

师的带领下，在西安软件园秦风阁 7 楼参加了由西安市集成电路产业发展中心组织的

实习培训。 

本次实习培训就半导体领域国内外产业发展现状、西安产业发展现状及人才需求

进行了分析，使学员们对所学专业的产业现状和发展趋势有所认识和了解；同时还未

学员介绍了杭州中天国产 32 位自主知识产权的 CPU 和华大九天的国产 EDA 工具。通

过此次培训使学员对半导体产业有了初步的认识，对学员后续的学习起到了积极的指

导作用，为其择业和职业定位提供了参考。



地方资讯            B1 
 

2011 年 1-7 月电子信息产业固定资产投资情况 

 

今年以来，在各地大力发展战略性新兴产业的带动下，电子信息产业固定资产投

资迅猛增长，新开工项目明显增多，光电器件、太阳能电池成为拉动行业投资增长的

重要力量。主要特点如下： 

   一、投资增速持续保持高位，投资规模超去年前 10 个月水平 

   1-7 月，电子信息产业 500 万元以上项目完成固定资产投资 4807 亿元，规模超过

去年前 10 个月水平，同比增长 67.2%，高于工业投资 40.8 个百分点，增速是去年同期

两倍多。从分月情况看，除 6 月份增速有所回落外，其他月份投资增速均达 60%以上，

其中 7 月份完成投资 847 亿元，同比增长 65.2%，增速比 6 月提高 27.7 个百分点。 

  二、基础元器件领域新开工项目明显增多，带动全行业新开工项目增长 

   今年前 7 个月，电子信息产业新开工项目 4279 个，同比增长 59.4%，扭转去年同

期负增长局面。其中，电子元器件和信息机电等基础领域新开工项目占比多(近七成)、

增长快(平均增速超过 70%)，特别是光电器件、新能源电池及信息化学品新开工项目数

分别增长 64.3%、75%和 137.5%。 

  三、光电器件、新能源电池成为拉动行业投资的重要力量，整机行业出现分化 

   1-7 月，电子元件、器件和信息机电行业分别完成投资 857、1208 和 1100 亿元，

同比增长 71%、52.7%和 122.6%，三个领域投资占全行业的 66%，光电器件和新能源

电池分别投资 764 和 890 亿元，增长 89%和 129%，对全行业投资增长的贡献率达到

19%和 26%。 

   整机行业投资呈现分化态势，计算机行业在平板电脑、台式一体机的带动下，投

资增长相对较快，同比增长 63.6%;视听行业下滑势头加快，同比下降 13%，其中 7 月

份降幅达 31%;通信设备行业增长平缓，同比增长 17.3%，低于全行业 49.9 个百分点。 

   四、中东部地区投资增长迅猛，西部地区相对较慢 

   前 7 个月，东部地区完成投资 3037 亿元，同比增长 72.5%，增速高于去年同期

35.7 个百分点;江苏、广东、浙江、北京投资上升较快，增速超过 80%，特别是江苏省

完成投资 1190.5 亿元，占全国总投资的四分之一。中部地区完成投资 1270 亿元，同比

增长 64.7%，其中安徽、河南投资增长较快，增速均超 70%。西部地区投资慢于中东

部，完成投资 500 亿元，同比增长 45.9%，但 7 月份开始西部投资加快增长，增速达

208.7%;四川省投资 298 亿元，占西部地区的 60%，同比增长 113%。 

  五、内资企业仍是拉动投资的主体，港澳台资和外资企业投资增长放缓 

   1-7 月，内资企业完成投资 3546 亿元，占全行业投资的 74%，同比增长 78.5%，

高于全行业 11.3 个百分点，其中私营企业增势突出，同比增长达 115%。港澳台企业完

成投资 523 亿元，同比增长 37.8%，低于全行业 29.4 个百分点。外商投资企业完成投

资 737 亿元，同比增长 44.9%，其中 7 月份增长 23.8%，低于 6 月份增速 20 个百分点。 



B2       地方资讯 
 

2011 中国（西安）电子展隆重举行 

 

西安——西部大开发的龙头城市，全国重要的基础电子装备基地、军品电子中心。

随着国家实施西部大开发和科技兴国的战略的实施，陕西经济发展突飞猛进。西部大

开发，陕西是核心，其能源化工、装备制造、航天科技等产业在国内处于领先地位，

也是全国重要的基础电子装备基地。为了迎合西部产业需要，带动电子行业十二五发

展规划，中国（西部）电子展 2011 年落户西安。 

2011 年 8 月 25 日，中国(西安)电子展在西安曲江国际会展中心拉开帷幕，为期三

日。这是中国电子展系列展览第三次登陆古都西安。陕西省委常委、常务副省长娄勤

俭出席开幕式并致辞，中国电子学会副理事长兼秘书长刘汝林、工业和信息化部总经

济师周子学、中国科学院院士李未、中国电子信息产业集团公司总会计师李晓春、中

国科学院自动化研究所等领导以及业界知名人士参加了开幕式。在随后召开的 “2011

中国西部电子论坛峰会”上，工业与信息化部总经济师周子学、中国工程院院士李未等

分别做了主题为《“十二五”电子信息产业规划》、《物联网及云计算新一代信息技术及

西部的机遇》的演讲。组委会希望通过跟踪科技发展前沿，关注业界技术焦点，从各

领域深刻探讨西安产业发展，推动西部电子信息企业发展和行业应用。 

展览上，近 400 家来自国内外的高新电子元器件、电子材料、制造设备、测试/测

量设备等方面的高新企业前来参展，参观者更是踊跃如潮，据记者不完全统计首日参

展人数达 5000 余人次。  

 

优势科技成为西安物联网产业链之亮点 

 

2011 年 8 月 11 日，西安高新技术产业开发区召开物联网产业发展座谈会，30 余

名专家学者汇聚一堂，共同研讨物联网产业的发展机遇，对物联网产业“十二五”发展

规划建言献策。高新区发展改革和商务局负责人指出，高新区将出台关于大力发展物

联网产业的政策措施，建设物联网公共技术平台，吸引国内外物联网重点企业入驻，

促进高新区物联网产业的集群发展。希望大家抓住机遇，群策群力，加快物联网产业

发展。 

西安优势物联网科技有限公司代表结合企业的发展情况，向与会的高新区领导与

各部门汇报了优势科技在物联网产业领域的观点与想法，包括技术、产品、市场地位、

发展规划，以及企业在产业链中的定位等等，获得与会专家学者的赞誉。 

西安优势物联网科技有限公司(Xi'an Yours-IoT Technology Co., Ltd.)是专业致力于

物联网末端产品研发、提供行业整体物联网解决方案与实施服务的集成供应商，是国

内唯一一家提供芯片级物联网核心技术和产品的高科技企业。 



地方资讯            B3 
 

大功率半导体照明芯片核心技术将在陕西产业化 

 

近日，陕西电子信息集团与西安交通大学签署半导体照明芯片技术产业化协议。

按照协议，陕西电子信息集团将借助西安交大掌握的垂直结构大功率半导体芯片核心

技术，共同在陕实施这项重大技术成果的产业化转化，这也是该项技术在我国率先实

现产业化。项目分两期实施，建成后预计实现年销售收入 30 亿元。 

据介绍，大功率垂直结构 LED 芯片技术目前属于国际前沿技术，是解决 LED 芯

片照明光衰、可靠性差等问题的核心技术。 

 

陕西省人民政府出台关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见 

 

2011 年 7 月 3 日，陕西省人民政府出台了加快培育和发展战略性新兴产业的意见，

此意见的出台主要以科学发展观为指导，把加快培育和发展战略性新兴产业放在推进

产业结构升级、加快经济发展方式转变的突出位置，以统筹科技资源改革为动力，以

推进重大产业示范工程为抓手，以强化自主创新能力建设为支撑，坚持集群化、园区

化发展，加大政策扶持力度，优化产业发展环境，把高端装备制造、新一代信息技术、

新能源、新材料等产业培育成为支柱产业；把生物、节能环保、新能源汽车等产业培

育成为先导产业，支撑和引领全省经济社会跨越式发展。 

本着市场主导、政府推动、创新驱动、开放发展、重点突破、整体推进、立足当

前、着眼长远的基本原则。把支撑引领经济社会发展、自主创新能力明显提升和产业

聚集效应显著增强作为发展目标，到 2015 年，战略性新兴产业增加值占 GDP 的比重

达到 15%以上，形成国内一流、国际著名的战略性新兴产业研发、生产基地。 

此意见的发展重点主要集中在七大产业，分别是高端装备制造产业、新一代信息

技术产业、新能源产业、新材料产业、生物产业、节能环保产业和新能源汽车产业。

围绕这七大产业，陕西省实施一批重大创新工程，形成“以点串线，以线带面”的产业

发展格局。 

意见中还提到科技创新体系建设，从积极实施知识创新、产业创新、产业支撑以

及研究院、产业联盟、创新型城市建设等六大创新工程，到构建基础研究、技术开发、

技术转移转化、区域创新环境等完整的创新体系，来提升自主创新能力，促进经济、

科技、教育有机结合，破解技术瓶颈制约，提升产业核心竞争力，最大限度发挥自主

创新对培育和发展战略性新兴产业的支撑引领作用。 

意见主要从加强组织领导、建立投融资体系、落实税收优惠，制定人才引进计划，

深化国际合作及实施重大应用示范工程六个方面，为加快培育和发展战略性新兴产业

提供了许多便利。 



B4       地方资讯 
 

西安市统筹科技资源改革示范基地建设专项资金管理暂行办法 

及相关实施细则出台 

 

为了加快西安统筹科技资源改革示范基地建设，按照市委、市政府《关于加快统

筹科技资源改革示范基地建设的若干意见》（市发[2010]26 号）精神，市财政预算设立

西安统筹科技资源改革示范基地建设专项资金。为了规范资金管理，确保资金使用效

益，结合我市实际情况，制定了《西安市统筹科技资源改革示范基地建设专项资金管

理暂行办法》。 

文件中主要是专项资金的管理和使用细则，其中对于专项资金的主要适用范围及

标准分为八个方面，1、促进技术交易和设备共享；2、支持创新研发和公共技术平台

建设；3、支持技术转移和科技成果转化；4、支持企业加强技术创新能力；5、支持军

民融合产业发展；6、支持开展科技投融资活动；7、支持产业链各主体合作；8、支持

市政府决定的其他统筹科技资源改革领域的重大示范项目。文件中还提及了西安市促

进技术交易、设备共享奖励补助的实施细则。 

文件以坚持政府引导、市场推动、机制创新、先行先试的原则，以改革创新为动

力，以科技资源大市场建设为突破，着力提升科技产业园区对科技资源的承载能力，

着力强化科技创新对战略性新兴产业的引领作用，努力在政府搭桥促进资源共享、人

才服务促进企业发展、创新联盟促进产业技术进步、军民融合促进技术转移、投融资

扩张促进创新需求、产学研结合促进重大项目实施等方面取得新的突破，建立科技创

新支撑产业发展的市场机制，营造科技资源优化配置的市场环境，加快经济结构调整

和发展方式转变，辐射带动关中-天水经济区经济转型和社会进步，为建设创新型国家

探索新路径。 

 

 

 



焦点关注            C1 
IC：22nm 时代来临 450mm 硅片大势所趋 

 

每年七月在美国加州举行的 SemiconWest 展览会是全球最大的半导体设备与材料

展览会之一。由于展览会在七月举行，正好上半年已过，所以在会议期间许多高管会

对产业的发展与前景发表看法。 

半导体业增长没有悬念 

前两个季度半导体产业的变化向减弱方向发展，不过保持增长应该是没有悬念，

增长多少需要视未来的市场需求而定。 

全球半导体业如戏剧般在改变，2010 年是国际金融危机之后的首个高增长年，增

幅达 32%。刚进入 2011 年，业界首先理性地认为今年不可能持续如此高的增长，但是

在惯性的推动下以及终端电子产品如智能手机与平板电脑市场依然火爆的情形下，年

初时各家分析机构基本上预测 2011 半导体业增长在 2%～10%之间。 

随着两个季度的过去，情况出现了一点变化，除了 3 月时受日本强地震影响之外，

目前主要是受全球经济大环境的拖累，如美国经济复苏缓慢、失业率居高不下，欧债

危机未见平息等。IHSiSuppli 最新研究数据显示，由于产业重建库存和为预期中的需求

增长做准备，第二季度芯片供应商的半导体库存水平连续第七个月上升。 

每年正常的 Q3 是传统的旺季，如今却因全球经济困境导致消费者的信心指数下

降，可能会出现旺季不旺的反常现象，所以近期许多市场分析机构与公司开始纷纷调

低今年半导体增长的预期，如卡内基公司的 BruceDiesen 在 5 月时预测增长率为 5%，

至 7 月时下调为 3%；Gartner 在 Q1 时预测增长率为 6.2%，而至 6 月时下调为增长 5.1%；

唯有 IHSiSuppli 公司在 4 月时预测增长率为 7.0%，而至 6 月时上调为 7.2%。 

以上仅反映两个季度过去半导体产业的变化向减弱方向发展，不过总体上产业基

本面仍是正常，如今年半导体设备的投资从去年的 385 亿美元增加到今年的 443 亿美

元，增幅达 12%。而终端电子产品市场仍相当有活力，如 2011 年消费性电子产品的市

场成长率将达 5.6%，高于美国 2.4%的 GDP 成长率。2012 年消费性电子产品的营收将

继续攀升，预计会达到 1970 亿美元。2011 年，包括苹果 iPad 及其对手在内的平板计

算机销售量，将达到 2650 万台，这将为各装置厂商产生 140 亿美元的营收；智能型手

机的销售额将比 2010 年同期增加 45%，达 230 亿美元。 

IDC 最近公布了它的最新预测，半导体市场规模将由 2010 年的 2820 亿美元增长

到 2011 的 3030 亿美元，增长 7.4%，并预测 2012 年再增长 5%达 3180 亿美元，在 2010～

2015 年期间半导体的年均增长率达 6%。依分类计，计算机类 IC 的 CAGR 为 4%～5%，

通信类为 7%，消费类为 5%。 

因此今年全球半导体业增长应该是没有悬念，增长多少需要视未来的市场需求而

定。 

工艺技术进入 22nm 节点 



C2       焦点关注 
半导体工艺技术至今仍是按摩尔定律进步，2011 年可进入 22nm 节点，进入下一

个节点的时间尚难预料。 

英特尔已经公布它的路线图，两年之后，英特尔将以 14nm 节点生产芯片，然后在

2015 年以 10nm 工艺生产芯片。最后，英特尔计划在 2017 年生产其第一款 7nm 芯片。

英特尔的 22nm 三栅(trigate)晶体管技术具里程碑意义，预示半导体技术将向 3D 过渡。

今年 5 月英特尔发布 3D 晶体管结构，使传统的晶体管二维结构变成三维，应该是半导

体工艺技术中又一次重大的革命。英特尔的 22nm 的 3D 晶体管技术，性能相比 40nm

高 40%，功耗省 30%，其工艺成本仅上升 2%～3%，而采用 SOI 工艺要上升 10%。另

外可实现 100%的电池续航能力，预期 2011 上半年开始试生产。据英特尔最新报道，

22nm 产品于今年投产，14nm 厂房正加大投资加紧建设，不久就会接到 14nm 设备的订

单，未来半导体技术可达 7nm 节点。 

台积电年内 28nm 工艺规模量产，将于今年底正式开始生产基于 28nm 工艺的晶圆。

台积电计划于 2011 年 Q3 某个时候开始导入 28nm 制造工艺的商业化生产，而到 2011

年 Q4 时，28nm 晶圆带来的营收贡献比率将达到 2%～3%左右。 

三星 2010 年 4 月开始量产 27nmNANDFlash，开启全球 20nm 等级制程的时代，经

过 15 个月，三星即发展到 21nm 产品，展示其独步全球的技术水准。 

另外，东芝于今年 7 月底将在日本三重县八日市 fab5 半导体厂中，以 19nm 制程

量产 NANDFlash，目前东芝主要量产 24nm 制程产品。海力士在技术竞争中也不落人

后，将于 2011 年第四季度以 20nm 制程量产 NANDFlash。 

推动 450mm 硅片迅速过渡 

在相同工艺条件下，450mm 生产线的运作成本大约与 300mm 相比仅增加 30%，

但是由于硅片面积增大 2.25 倍，导致最终芯片的制造成本下降，由此将激发产能扩充，

以及更多的厂投入 450mm 硅片(估计全球有 10 家以上)。这样的过程导致 450mm 硅片

的市场占有率将由小至大，如目前 300mm 硅片占总硅片出货量已超过 60%。因此向

450mm 硅片过渡的关键在于成本下降，而且必须同时使芯片制造商与设备制造商实现

双赢。 

成本下降是决定 450mm 硅片成功的关键，然而这是指芯片的制造成本，不仅与设

备有关，还与配套的产业链有关。相信只有使芯片制造商与设备制造商同时实现双赢，

才能持续进步与发展。因此未来向 450mm 硅片过渡，估计要比向 300mm 硅片过渡更

为复杂与困难，可能周期会更长一些。 

总体上 450mm 硅片是大势所趋，业界己有共识。然而何时真正的开始过渡，以及

全球有多少厂家愿意出资 70 亿美元～100 亿美元投资建厂尚有待观察，这也是目前似

乎存有不同观点的症结所在，因为可能只有销售额达到或接近 200 亿美元的企业才能

够支持得起如此巨额的持续投资。 

来源：中国电子

 



产业动向            D1 
半导体 

智能手机、平板电脑带动全球晶圆代工产值增长 

 

自 2009 年第 1 季历经金融海啸谷底后，全球晶圆代工产业景气即呈现持续成长态

势。 

以全球合计市占率约 70%的台积电(TSMC)、联电(UMC)、中芯(SMIC)等大中华地

区前 3 大晶圆代工厂为例，合计营收从 2009 年第 1 季 16.3 亿美元逐季成长至 2010 年

第 4 季 51.1 亿美元。 

缘于季节性因素干扰，2011 年第 1 季大中华地区前 3 大晶圆代工厂合计营收仅达

49.2 亿美元，较 2010 年第 4 季衰退 2.8%，但与 2010 年同期 40.8 亿美元相较，依然出

现 25.2%的年成长幅度。 

2011 年第 2 季虽受日本 311 地震冲击，让通讯相关产业链受到影响，但在电脑相

关应用出货畅旺带动下，大中华地区前 3 大晶圆代工厂单季营收估计仍能达 51.4 亿美

元，较第 1 季成长 4.5%，与 2010 年同期相较，年成长率仅达 11.5%。 

2011 年上半大中华地区前 3 大晶圆代工厂合计营收估计达 100.7 亿美元，较 2010

年同期 86.8 亿美元成长 16.0%。 

 

DRAM 厂拼转型 长期恐重演标准型产品历史 

 

DRAM 价格惨跌，也拖累 DRAM 厂营运表现疲弱，为拯救低迷的营运，各厂也纷

纷减少标准型 DRAM 产能，转向其他利基型产品，希望能摆脱价格波动造成的影响，

对此，市场研究机构 Gartner(顾能)半导体产业首席分析师王哲宏认为，大厂转进利基

型产品，短时间来说还可以，不过若是长期恐又重演标准型 DRAM 一窝蜂扩产的状况，

同时，后进厂商在转型上除了失去先机外，在获利上也比较微薄。 

受到 DRAM 价格跌跌不休，包括南科(2408-TW)、力晶(5346-TW)积极转型，以分

散标准型产品价格剧烈波动风险。南科规划降低标准型 DRAM 比重，冲刺消费性电子

及行动记忆体等非标准型记忆体，预估今年底非 PCDRAM 比重可提前达到 50%目标。 

而力晶在今年初宣布转型晶圆代工，日前也与尔必达(916665-TW)达成 DRAM 产

销新协议，未来将停止标准型 DRAM 自有品牌，转为尔必达代工生产。 

对于各厂的转型，王哲宏指出，相对于标准型 DRAM，非标准型 DRAM 市场较小，

适合规模、产能不大的公司，例如华邦电(2344-TW)很久之前就转型，并深耕其市场，

而随着其他大厂纷纷转进下，短时间来说还可以，不过若是长期也会造成产能供给过

剩的竞争情况。 

 

 



D2       产业动向 
 

台积电称年内 28 纳米工艺规模量产 

 

TSMC将于今年底正式开始生产基于 28纳米工艺晶圆。台积电称，公司计划于 2011

年 Q3 某个时候开始导入 28 纳米制造工艺的商业化生产，而到 2011 年 Q4 时，28 纳米

晶圆给公司带来的营收贡献比率将达到 2%到 3%左右。 

台积电表示，Nvdia 和 AMD 都坚持他们的 28 纳米推出时间表。Nvidia 方面计划

于今年之内正式开始量产其第一代 Kepler 芯片，但是确切来说消费者应该还需要等到

2012 年年初才能购买到相应产品，这一点正如此前外界所透露的消息一样。至于 AMD

的东南群岛新一代 GPU，预计也将于同一时间亮相。 

其实这样的进度也不奇怪，毕竟从产品开始量产到积累出可供发布所需的存货还

需要一段时间。不过分析师们都相信，与当初升级到 40 纳米制造工艺的时候相比，台

积电本次升级 28 纳米制造工艺无论在产能提升还是良品率改善方面都会更为顺利，因

为当初升级 40 纳米制造工艺的时候台积电是需要设备升级的，而本次的 28 纳米制造

工艺升级似乎台积电已经完成了新设备的调试。 

 

闪存芯片合约价下跌达 30% 

 

历经过去 2 个月的不断地交涉协商后，7 月底时多数的 NANDFlash 买卖双方业者，

终于就多数的 NANDFlash 芯片合约价格大致达成了共识。由于 6 月到 7 月期间正值记

忆卡和 UFD 通路市场及系统产品 OEM 客户的传统淡季，再加上 2Q 季底效应的影响，

下游客户多优先忙于去化手头的过剩库存，故他们在此期间回补库存的意愿也都不太

高。因此部份 NANDFlash 芯片过去两个月的累计合约价跌幅达到约 4-30%，但若分 4

期来看过去两个月的平均每期下跌幅度，则仍是落在淡季合理的价格下跌区间之内，

虽然买卖双方仍存些许歧见，但也都比较能接受这样的折衷议价方案。 

展望 NANDFlash 后市，先前业界关切的诸多总体环境不确定变数，将可能会削弱

2H11 旺季需求复苏的力道，但近期欧美地区延宕多时的财经争议僵局已露出转机的曙

光，欧美地区经多年积累的财经沉疴，自金融海啸并发迄今仍然余波荡漾，虽然各方

对欲解民众生计于倒悬之苦的处方对策有所歧见，但所幸几经欧美地区政要的沟通商

议及调和鼎鼐之下，目前各方已获致殊途同归的共识，相信各方也都乐见财经僵局缓

解后，2H11 全球经济的复苏步履能持续地步上坦途。因此，预期传统 2H 旺季的

NANDFlash 库存回补需求，将可望在客户库存水位下降后，于 8 月底将由某些系统产

品 OEM 大客户开始带动，届时价格也可望出现止跌回稳。 

 

 

 



产业动向            D3 
 

先进的半导体制程带动 ABF-FC-CSP 基板 

 

随着电子产品追求功能、轻薄等诉求下，让半导体制程不断推进，应用于智慧型

手机、平板电脑上的处理器纷纷开始采用 28 奈米先进制程。ABF 材质 FCCSP（晶片

尺寸型覆晶基板）因应半导体先进制程可以达到细线路、微小线宽线距要求，还包括

抗高频、散热快、不易变型等特性，因此获得越来越多的 IC 设计业者采用，例如

nVidiaTegra2 即是，对国内积极布局 ABFFCCSP 的南电(8046)、欣兴(3037)而言将可望

带来正面效应。 

目前 FlipChip 覆晶基板材质可分为 BT 与 ABF 等 2 种。BT 材质具有玻纤纱层，较

ABF 材质的 FC 基板为硬，且布线较麻烦，雷射钻孔的难度较高，无法满足细线路要

求，但可以稳定尺寸，防止热胀冷缩而影响线路良率，因此 BT 材质多用于对于可靠度

要求较高的网路晶片及可程式逻辑晶片，属小众市场。 

ABF 材质可做线路较细、适合高脚数高传输的 IC，为英特尔所主导使用，属大众

市场，多运用于绘图晶片、处理器、晶片组等，而 ABF 为增层材料，铜箔基板上面直

接附着 ABF 就可以作线路，也不需要热压合过程。过去，ABFFC 有厚度上的问题，不

过由于铜箔基板的技术越来越先进，ABFFC 只要采用薄板，就可以解决厚度的问题。 

随着智慧型手机、平板电脑等行动通讯产品热卖，加上功能不断放大，轻薄、长

时间待机、上网/开关机快速等的诉求，其中的处理器就扮演很重要角色，且需要透过

更多的接脚发展更多的效能，因此适合的覆晶基板及封装技术就相型重要，同时也因

半导体制程不断往前推进，未来行动通讯产品的处理器也将往先进制程靠拢。 
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光伏和 LED 

上网电价确定将推动太阳能光伏发电市场发展 

 

2011 年 8 月 1 日，国家发展和改革委员会对非招标太阳能光伏发电项目实行全国

统一的标杆上网电价，即 2011 年 7 月 1 日以前核准建设、2011 年 12 月 31 日建成投产、

尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时 1.15 元（含税，

下同）。2011 年 7 月 1 日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及 2011 年 7 月 1 日之

前核准、但截至 2011 年 12 月 31 日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执

行每千瓦时 1.15 元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时 1 元执行。 

国家版上网电价标准出台后，将有利于引导光伏产业的发展，光伏发电将有价可

循，而且地方政府可以根据基准电价灵活制定补贴政策。上网电价政策相比此前出台

的多项政策更具有实质性的意义，政策的出台对于国内光伏产业以及相关上市公司形

成长期利好。 

8 亿资金助推太阳能产业发展 

 

战略新兴产业成为国内市场的最大看点，前景看好，我省在“十二五”期间，也

将围绕国家新兴产业发展的方向和重点，面向经济社会发展重大需求，瞄准世界科技

前沿，重点培育发展高端装备制造、新能源装备、新材料、新一代信息技术、节能环

保、新能源汽车和生物医药等七大新兴产业，打造全国重要的新兴产业基地。重点加

快推进太阳能产业。 

今年 7 月，科技部在《国家“十二五”科学和技术发展规划》中明确，培育和发

展战略性新兴产业对推进产业结构升级、加快经济发展方式转变具有重要意义，必须

把一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术作为科技发展的优先任务。 

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出，到 2015 年，战略性

新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右；到 2020 年，战略性新兴产

业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15%左右。 

随着一揽子新兴产业支持政策渐渐浮出水面，新兴产业的投资前景值得期待。与

此同时，作为国家“十二五”规划中的重点内容，新兴产业中的节能环保、新能源汽

车、新能源和高端装备在“十二五”都有明确规划，这些行业将会相当受益。 

为了更好地培育战略性新兴产业，我省制定了一系列新兴产业规划，为产业发展

提供政策保障。陕西省政府为了把太阳能光伏和半导体照明产业作为未来战略性新兴

产业的重点加快推进，设立了 8 亿元的专项引导资金。另外，省政府从 2010 年起开始

设立高新技术发展专项资金，每年投入 5000 万元用于相关产业的培育和成果产业化。

2011 年将在太阳能光伏和半导体照明产业上率先突破，太阳能光伏产业销售收入达到

300 亿元，建设百万千瓦风电基地等。到 2015 年，我省新兴产业将实现总产值 8500
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亿元左右，新兴产业增加值年均增速达到 26%以上，增加值实现 2600 亿元，占全省工

业增加值的 30%左右，占全省 GDP 的 15%左右； 

培育形成 30 户年销售收入过百亿元企业和在全国有影响的新兴产业骨干企业和产

业链完善、创新能力强、特色鲜明的新兴产业园区，初步建成全国重要的新兴产业创

新基地和高端制造业基地。 

 

光伏业传触底反弹 行业巨头加速扩产 

 

二季度光伏市场的暴跌，让整个行业都捏了一把汗。不过，进入 7 月份以来，市

场已经逐步释放出触底反弹的信号：订单回升，多晶硅和光伏组件价格企稳并反弹。 

尽管目前的价格水平，让国内的光伏产品生产厂商的经营仍处困境之中，但国金

证券日前发布报告指出，今年四季度光伏业将结束低谷状态，随着光伏发电成本逐渐

接近当地上网平价，未来几年光伏装机量会有巨大增长，每年的新增光伏装机量将是

目前水平的十倍以上。 

金融危机后，光伏产业受到严重打压，多晶硅价格从高峰时期的 500 美元/千克，

一路狂跌到去年初的 50 美元/千克。此前国内众多上马多晶硅项目的纷纷中途叫停，光

伏产业产能过剩论甚嚣尘上。不过，去年下半年以来光伏产品价格开始逐步反弹，多

晶硅现货价格在今年 4 月份一度超过了 100 美元/千克，并再度引发了光伏投资热潮。

然而，4 月底以来，光伏市场又一次遭遇暴跌，短短两个月时间，多晶硅价格跌幅达

40%，光伏组件价格跌幅超过 30%，愁云惨雾再次笼罩业界。 

然而，进入 7 月份以来，光伏市场不断传出行情回暖的信息。据“索比太阳能”

网最新调查统计，7 月份的前半个月，光伏组件用的配件焊条销量高达 100 到 120 吨，

而 5 月和 6 月的销量总计不过 160 吨。作为光伏业的一个耗材产品，焊条销量的大幅

提升，表明光伏组件订单大幅提升，是光伏市场好转的一个强烈信号。 

 

太阳能电池背板进口替代加速 

 

太阳能电池背板 2015 年市场规模将达 123 亿元。背板技术壁垒高、参与企业少、

盈利能力强，PVF 膜、PET 膜和 EVA 膜等关键材料的毛利率超过 40％。同时，背板约

占组件成本的 3％，预计 2015 年全球晶硅太阳能背板市场规模达 123 亿元，有着广阔

的发展前景。全球太阳能产业超预期增长，包括非欧洲国家实质性的补贴政策推出、

全球装机量的提升等，国内背板产业进口替代步伐加快。 

我国作为太阳能组件生产大国，为背板提供了广阔的成长空间。我国组件产能超

过全球的 50％，并且还在不断增长，为国内背板产业提供了广阔的成长空间。未来随

着国内背板企业技术水平的不断提升和组件价格的逐步下降，将加速背板进口替代，

进而带动 PVF 膜、PET 膜和 EVA 膜等整个产业的快速发展。 
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自 2007 年我国已连续 4 年太阳能电池组件产量居世界首位。2010 年我国晶硅电池

产量为 8.5GW，薄膜电池产品为 0.5GW，太阳能电池总产量约占全球总产量的 50％。

基于目前的产能状况和未来的扩产计划，未来国产太阳能电池占比有望进一步扩大，

这为国内太阳能背板产业提供了广阔的成长空间。 

在太阳能背板产业中，氟膜技术含量最高，短期国内企业大规模量产依然有较大

难度，而在 EVA 膜、PET 膜、背板等领域，国内企业已初具规模，未来有望获得较快

的发展，并逐步实现进口替代。 

 

 

背光需求疲软对 LED 产业影响大 

 

2010 年 LED 背光应用以超出业内预期的速度渗透市场，对 LED 市场带来了短期

的繁荣。然而，进入 2011 年后 LED 背光市场增长疲软，作为当前 LED 行业成长的主

要动力，LED 背光市场的疲软给整个 LED 行业带来了不小的成长压力。同时在 LED

通用照明尚未启动的产业背景下，使得 LED 芯片过剩趋势愈发凸显。 

众所周知，在去年 LED 背光市场爆发以及现在的成长疲软，中国大陆的 LED 企

业涉足 LED 背光市场都很小，从上游的背光用 LED 芯片到中游的 LED 背光模组，国

内企业参与其中的都屈指可数，且市场份额很小。而这一部分基本上被欧美、日韩以

及台湾的 LED 企业所占据。所以此次 LED 背光成长乏力对中国 LED 产业来讲影响不

是很大，反而是如上面说所的占据这一市场的欧美、日韩以及台湾的 LED 企业。 

以台湾为例，从台湾 LED 芯片厂六月份的营收来看，背光需求疲软使得 LED 芯

片厂的产能利用率降至七成，整体而言 6 月营收与上月相比衰退 6.2%。LED 封装方面，

6 月份台湾 LED 封装上市厂商营收为 48.97 亿元，与去年同期相比，大幅减少 14.8%。 

此外，韩国 LED 厂商因为 LED 电视销售不振，暂停扩充产能计划，然而由于各

家厂商的库存逐渐增加，各家 LED 厂商开始展开大规模的降价。 

反观中国大陆 LED 市场，在当前 LED 三大应用领域中，国内企业及产品则主要

针对 LED 显示屏与 LED 照明应用，对于 LED 背光基本没有涉足，所以也就无从谈及

影响有多大的问题。更不会对国内 LED 产业带来短期内业绩大幅下滑的情况。 

国际 LED 厂商为了扭转业绩下滑的趋势，必将对产品的结构以及价格方面做出相

应的调整，在受到专利及技术等方面的因素困扰的情况下，国内 LED 产业的生存空间

将会受到遭遇极大的挑战，同时对于国内 LED 照明领域的企业来讲，价格优势估计也

将受到一定程度的削弱。 
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Cree 推出 152lm/W LED 灯泡，光通量超过 1300lm 

 

美国 Cree 开发出光通量超过 1300 流明，光效达到 152lm/W 大功率暖白光 LED 灯

泡，其性能已经超过了美国能源部为 21 世纪灯具所设立的目标。 

经第三方的 OnSpex 鉴定，该 LED 灯泡光通量超过 1300 流明，耗电仅为 8.7 瓦，

而发光显色指数为 91，暖白光对应色温为 2800K。与此相较，传统 75 瓦白炽灯可以产

生 1100 流明的光通量，但效率仅为 14.6lm/W。 

Cree 创始人 NealHunter 介绍，150lm/W 的 LED 照明将会使美国电能消耗降低

16.5%，回到 1987 年电能消耗水平。Cree 这一高效 LED 灯具的成功，一方面由于 Cree

在 LED 种类、光学元件、驱动以及功率电源等，进行了多次优化；同时也得益于美国

能源部相关课题的支持，目前 Cree 仍与美能源部进行着一系列合作，以全面推动节能

的固态照明。2007 年，美国能源部根据能源独立与安全法案指导，设立了“照亮明天”

照明大奖赛，21 世纪灯具比赛属于法令里面的第三类，以鼓励新的发明创造，来取代

目前市场上被广泛使用的低效照明技术。21 世纪灯具比赛的草案规定如下：光通量大

于 1200 流明，光效大于 150lm/W，显色指数大于 90，色温在 2800-3000K 范围内。 

 

欧、日、韩持续推动 OLED 照明发展计划 

 

在全球环保节能的绿色诉求下，固态照明成为未来的新趋势，2011 年 LED 照明逐

渐打入主流市场，呈现逐步取代传统照明的态势，而另一项固态照明技术－OLED 照

明，因演色性表现佳且属于面发光，不仅能呈现自然柔和的光线，在造形设计上也有

相当大的发挥空间，成为各先进国家未来的发展重点。 

欧盟提出 OLED 100.eu 计划，目标为 OLED 照明在 2011 年 9 月达到发光效率 100 

lm/W，寿命 10 万小时，面积 100×100 平方公分及每平方公尺成本低于 100 欧元，但因

技术发展不如预期，发光效率目标已由 100 lm/W 修改为 60 lm/W 以上，本计划在欧洲

共有 6 个国家，合计 14 家公司或研究单位参与。 

日本的 OLED 照明发展则属于科学技术基本计划的一环，在 2006 年至 2010 年第

三期科学技术基本计划期间，共进行 3 项主要 OLED 照明计划，而 2010 年日本的 OLED

照明试作品发光效率可达 20 lm/W。日本在发展 OLED 照明时特别重视应用面，认为

早期发光效率虽不高，但可使用于汽车仪表板或娱乐照明等对亮度要求较低的应用领

域。 

韩国则是另一个积极发展 OLED 照明的亚洲国家，其 OLED 照明研发主导单位包

含韩国生产技术研究院、韩国电子通讯研究院及韩国面板产业协会，合作的单位则包

含 SMD、LG 化学、锦湖电子等大厂，最长的计划时间达 7 年，由韩国生产技术研究

院主导，始于 2006 年，期望能在 2012 年达到发光效率 100 lm/W 的目标。 
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物联网 

IPv4 地址即将告罄 全球加速进入 IPv6 时代 

 

随着全球 IPv4 地址即将在“未来几个星期内”用尽，业内普遍认为，IPv4 地址的提

前告罄将加速 IPv6 的发展，IPv6 是目前唯一能解决 IP 地址短缺的可行途径。 

从去年开始，电信运营商中国电信和中国移动已经启动了 IPv6 的试点工作。 

此前，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）曾预计，IPv4 地址会在 2011

年 8 月耗尽。对此有专家认为，如今世界各国对于物联网发展的强调，以及各种智能

终端的普及是 IPv4地址加速枯竭的重要原因，而唯一的解决途径是更换新一代 IP协议：

IPv6。 

而世界范围内由 IPv4 向 IPv6 的协议转型已经启动。据悉，自格林尼治时间 2011

年 6 月 8 日零时 1 分开始的 24 小时将是 IPv6 协议系统的第一个试用日。届时，网络

搜索引擎谷歌公司和社交网站“脸谱”（Facebook）等网站将率先启动 IPv6 协议系统，

为用户及工程师提供测试和分析平台。 

 

 

物联网对移动核心网提出新挑战 

 

物联网给我们带来了“智慧生活”的美好愿景，但同时，物联网这一全新的构架也

对移动网络提出了严峻的挑战。作为移动网络的核心，移动核心网面临着来自物联网

的挑战。  

首先，物联网将给移动核心网带来巨大的流量负荷。物联网的物物相连将带来海

量的信息处理，当大量终端集中地接入移动网络时，核心网将遭受巨大的负荷冲击。

其次，物联网也对移动核心网提出安全考验。物联网由海量的机器构成，缺少人对设

备的有效监控，并且信息交互量大，因此其安全问题不容忽视。 再次，设备识别标识

资源的匮乏也会对移动核心网产生影响。现有的人际通信主要采用国际移动用户识别

码（IMSI）、国际移动设备身份码（IMEI）等作为设备标识，这些用户识别号码的数量

对于人际通信而言是能够满足的，但是一旦与物联网难以计数的终端共用，就会显得

匮乏。最后，针对物联网终端的管理和计费也是不容忽视的。如何对数量和种类繁多

的物联网终端进行有效的分类管理，如何在终端有效管理的基础上实现优化的计费，

都是移动核心网需在物联网发展中解决的难题。  

除了以上提到的挑战，物联网还将面临诸多挑战。作为一种新兴的技术和应用，

物联网的发展对我们而言更多的是未知，而这些未知就意味着一个又一个的挑战，只

有在应对和解决这些挑战的过程中，网络、技术和应用才会继续进步，才会更加成熟。 

 



产业动向            D9 
 

知识产权将成为物联网发展关键 

 

根据中国版权保护中心公布了今年上半年我国软件著作权登记量显示，物联网类

软件登记 173 件，同比增长 424.24%。物联网类软件著作权登记量的大幅增长，是物联

网企业自主知识产权能力提升的证明。随着各种物联网发展利好政策的频繁出台，掌

握物联网应用领域的核心技术尤显重要。它决定了我国物联网未来发展的趋势和整体

水平。这其中，拥有自主知识产权正是我国物联网进入高速发展期的关键。 

有关专家表示：“标准化的实质就是知识产权的较量。”企业在政府扶持下参与物

联网标准的制定，利于未来分享知识产权收益。因此，形成技术创新、标准和知识产

权协调互动机制至关重要。 

 

 

智能电网与物联网互通 电力系统大有可为 

 

众所周知，发展物联网就要先关注智能电网，智能化是物联网和智能电网的最核

心元素，传感网作为智能电网信息感知末梢不可或缺的基础环节，在智能电网中有着

广阔的发展前景。将在电网建设、电网安全生产管理、运行维护、信息采集、安全监

控、计量及用户交互等方面发挥重大作用，全方位提高智能电网的信息感知深度、广

度，为实现电力系统智能化以及“信息流、业务流、电力流的高度融合”提供基础数据

支持。 

智能电网的发展关乎我国电力工业的命脉，物联网的相应技术和产品将广泛用于

电力系统的发、输、变、配、用环节，并伴随智能电网的发展，产生巨大的经济和社

会效益。在电力系统中，物联网技术提供给电力设施全方位防护和保电支撑平台，在

发电机组监测与管理中有大范围应用，也广泛用于输电、变电、配电智能巡检中，在

电网、电气设备的监测也有它的身影……物联网技术在智能电网中可谓是无处不在，

不但可以有效的对电力系统的基础设施资源进行整合，全方位提高电力系统的通信水

平，还能很好的改善当前电力系统基础设施的利用率。
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科学家发现最薄单层石墨烯 或可制造芯片 

 

据悉，单层石墨烯仅由一层碳原子层组成，是于 2004 年时被曼切斯特大学的科学

家康斯坦丁·诺沃肖洛夫（KostyaNovoselov）和安德烈·海姆（AndreGeim）首次发

现的。当时，他们使用一条透明胶带，从一块石墨中剥去了一层薄薄的碳层，随即在

眼前呈现出了一层较为密集的碳原子层，也就是所谓的单层石墨烯。诺沃肖洛夫教授

在《独立报》上表示，他们对该单层石墨做了一个开创性实验，科学家为了观察电子

在这种单层石墨物质中究竟会以何种速度流动，他们在实验中将一块单层石墨悬挂在

一处密闭的真空中，且在此空间中，没有留下任何可供电子流动的间隙。研究结果让

大家很吃惊，因为他们发现子在单层石墨中具有巨大的流动性，流动的速度十分快。 

科学家通过该实验也得出结论，即正常情况下，电子在单层石墨中的传送速度要

远远快于在硅物质中的速度。众所周知，目前大多电子产品中的芯片都是由物质硅制

作而成。如果真的将单层石墨作为芯片的制作材料，这对于商业利益来说将会是一个

巨大的突破，因为它不仅会提高机器的运行速度，本身的灵活性能还会使手机和电脑

等电子产品像铅笔一样被灵活卷起。而科学家在最近的一次研究中也发现，次电子粒

子在这种超薄的单层石墨中能够更快速的运行，它有很大可能被应用在未来新一代的

电子产品中，促使电子产品更快速的运行。 

 

日开发出制作有机半导体单晶薄膜的新技术 

 

日本一个研究团队 14 日在英国《自然》杂志网络版上报告说，他们开发出一种制

作有机半导体单晶薄膜的新技术。新技术由日本产业技术综合研究所等机构的科研人

员联合开发。据称，该技术能使平板显示器等大面积电子设备所需的薄膜场效应晶体

管（TFT）的性能比用传统方法制成的产品高百倍以上。 

产业技术综合研究所 14 日发表新闻公报说，对有机半导体来说，越是结晶性高的

低分子材料，制成的半导体器件性能越好，但是由于材料液滴内部的对流和无规则结

晶，控制材料溶液中半导体的析出非常困难，因此通常的技术很难形成均匀的半导体

涂层，使形成的有机半导体单晶薄膜性能不佳，进而影响用它制造的重要半导体部件

——薄膜场效应晶体管的性能。 

在本项研究中，研究人员使用一种含有有机半导体 C8－BTBT 的墨水和一种促进

有机半导体结晶化的墨水，先后进行喷涂，解决了半导体涂层不均匀的问题。用新技

术制成的有机半导体单晶薄膜不仅半导体涂层非常均匀，厚度也仅有 30 纳米。新技术

无需大型设备，制作过程在常温、常压下就可进行，因此不再必须用耐高温的玻璃作

基板，而可以用塑料充当基板。这些都有助于降低生产成本和生产过程中的能耗。 
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国内首台十二英寸硅片化学机械抛光机β机样机研制成功 

 

具有完全自主知识产权的十二英寸硅片抛光机β机样机在中国电子科技集团公司

第四十五研究所研发成功。 

硅片化学机械抛光设备是集成电路等电子元器件生产进入纳米级工艺后的一项关

键设备，在技术难度和重要性上仅次于光刻机，当今世界只有美、日两国才能生产。 

“十二英寸硅片化学机械抛光机（CMP）β机研发”项目是“十一五”国家科技

部重点支持项目，通过项目实施，该所创造出了 20 项专利（其中国内发明专利 11 项，

国际发明专利 3 项）。 

 

美国斯坦福大学开发纳米电路剥离工艺 

可将电路移植至任意材质衬底 

 

美国斯坦福大学(StanfordUniversity)的研究人员近日开发出一种创新的晶圆等级

(wafer-scale)剥离(lift-off)工艺，能在可重复使用的硅晶圆上制作纳米线电路，然后将之

移植到任意形状的、采用任何一种材料的衬底上。 

该研究团队是由斯坦福大学教授 XiaolinZheng 所率领，他们声称，这种柔性电路

装置能用以制造包括纤薄如纸的显示器、太阳能电池，以及可直接贴附在受测样本上

的生物医疗传感器。“我们能让电路装置在不受到任何损伤的情况下移植；”Zheng 表示，

“这种拆卸过程能在室温下完成，而且只需数秒。” 

该种创新工艺的关键，是在一片已经预先涂布绝缘二氧化硅的施体(donor)硅晶圆

上，沉积一层镍牺牲层(sacrificialnickellayer)；接下来再将一层厚度仅 800 纳米的柔性

聚合物沉积在镍牺牲层上，之后就可制作包括 FET、二极体与电阻等纳米线电路。当

电路制作完成，将晶圆片浸入水中，就能将镍牺牲层与聚合物基板上的电路分离。 

然后整套电路能被转移至几乎所有材质的基板上，包括纸、塑胶、玻璃或是金属；

“这种剥离制程只会将镍从硅晶圆片上分离；”Zheng 解释：“而镍牺牲层之后可进行蚀

刻，将聚合物剥离。” 

研究人员表示，制程中所使用的硅晶圆片不会有损伤，因此能被多次重复使用；

该施体晶圆片仅需在每次使用之前重覆涂上一层镍。至于剥离的纳米线电路长度仅有 2

微米，能被置放在几乎任何形状的基板上，且不会有卷曲损伤。 
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关于申报 2011 年度大型仪器设备共享奖励补贴资金的通知 

 

为落实 2011年度西安大型仪器设备共享奖励补助资金工作，根据西安市财政局、

西安市科学技术局联合下发的《西安市统筹科技资源改革示范基地建设专项资金管理

暂行办法》（市财发[2011]594 文）及《西安市促进技术交易设备共享奖励补助实施细

则》的有关规定，现就申报工作通知如下： 

凡符合《西安市统筹科技资源改革示范基地建设专项资金管理暂行办法》的相关

单位，可登陆西安科技大市场网站首页（www.xatrm.com）“免费注册”模块进行单位

会员在线注册，相关填报信息通过审核后，即在线注册成功并可享有“仪器设备添

加”、“补贴在线申请”等权限。仪器提供方同时提交大市场加盟协议书一式两份。 

申报流程 

1、申请单位每季度通过“仪器使用方补贴申请系统”在线填报 “补贴资金申

请”（即服务备案），并将相关测试费发票复印件留存。服务备案记录将作为补贴的

主要依据。 

2、每年度 10 月份集中受理上年度 10-12 月和本年度 1-9 月份的奖励补贴申请，

申请单位统一向西安科技大市场提交相应的测试发票复印件及规定的相关证明材料。 

联系人：简鑫、王晨、常军 

联系电话：68518721    68518722 

电子邮件：yq@xatrm.com 

 

关于开展 2011 年战略性新兴产业专项申报工作的通知 

 

按照国家发展改革委近日出台的《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

的实施意见》（发改高技〔2011〕1592 号）的文件要求，为了在国家战略性新兴产业

发展规划和配套政策出台前，我市能够抢抓机遇，提前做好项目储备工作，争取国家

专项资金支持，培育一批具有国际竞争力的高技术企业，形成我市大力发展战略性新

兴产业的良好环境，加快建设西安综合性国家高技术产业基地，努力实现率先发展和

科学发展的战略目标，市发改委将于近期组织征集 2011年战略性新兴产业专项。 

一、专项征集重点领域： 

符合国家发改委发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年

度）》，重点支持节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新

材料和新能源汽车等领域。 

二、专项申报材料：战略性新兴产业项目申报红头文件，项目基本情况表，项目

备案文 件， 项目资 金申请 报告 （申报 材料一 式两 份，附 电子版 ，详 见 

www.xadrc.gov.cn）。 

三、专项申报截止时间：2011年 9月 15 日 

四、申报材料报送部门：市发改委高技术产业处 

联系人:  刘  骥    电  话：86786315 

 

http://www.xatrm.com/
mailto:yq@xatrm.com
http://baike.baidu.com/view/4272407.htm
http://baike.baidu.com/view/4324463.htm
http://www.xadrc.gov.cn:8088/admin/admin/document/download/2007121716404787100056.xls
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关于做好 2012 年度西安市引进国外技术、管理人才项目 

计划申报工作的通知 

 

按照我市“十二五”规划的总体要求，以建设国际化大都市为目标，紧紧围绕经济

发展方式转变和经济结构战略性调整，重点引进能够突破关键技术、发展高新产业、

带动新兴学科的领军人才、急需紧缺人才和创新团队，重点扶持我市企业增强自主创

新及研发能力，培育支柱产业。 

1、加快发展战略性新兴产业。以高端装备制造产业、新信息技术产业、新能源产

业、新材料产业、生物产业、节能环保产业、新能源汽车产业等重点领域内高新技术

产品研发和产业化为重点；按照统筹规划，突出重点的原则，实施引进国外技术、管

理人才项目，加强自主创新、科研研发能力。 

2、符合省市科学技术发展规划，重点引进能够突破关键技术、发展高新产业、带

动新兴学科的科学家、国际著名专家和科技领军人才。我局将秉承“重点项目重点支持，

连续支持”的原则。 

3、推动我市建设创新型城市，支持自主创新、重点跨越、引领未来的引进国外技

术、管理人才项目计划，重点支持环境保护，绿色生态农业、动漫等新兴产业。 

申报单位根据项目类别填写引进国外技术、管理人才项目表格；经主管单位同意

后于 2011 年 10 月 30 日前报西安市外国专家局。申报项目具体内容及所用表格可在西

安市外国专家局网站 http://xian.caiep.org 或西安集成电路网 www.xaic.com.cn 查询。 

 

 

关于开展 2011 年高新技术企业认定工作的通知 

 

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号，以下简称《认定

办法》）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号，以下简称《工

作指引》）的规定，现将我省 2011 年第二批高新技术企业申报与认定工作的有关事项

通知如下： 

企业在高新技术企业认定管理工作网提交申请材料的时间截止 2011 年 9 月 20 日。 

报送地点：高新区管委会 1516 室。 

 

http://xian.caiep.org/
http://www.xaic.com.cn/

